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【初めに】本研究グループでは GaNナノワイヤ（NW）およびその電流注入方法にトンネ

ル接合（TJ）を用いて発光素子実現を目指している。TJは NWの一般的な電流注入方法

である ITO電極に比べて光取り出し効率が向上する。現在、本研究グループではNWに

使用する TJの不純物濃度最適化がなされていない。m面 GaN基板に平坦に TJを成長さ

せ SIMSで不純物の評価を行う簡易的手法により TJドーピング濃度の最適化を行った。 

【実験方法】m面GaN基板にHeavily Mg-doped GaN層（p+-GaN層）および p-GaNの

のMg流量を変更して TJ を成長させた。微分干渉顕微鏡、AFMで表面の評価、SIMSで

不純物濃度測定、および I-V測定を行った。 

【結果と考察】前回報告の従来条件（Fig. 2,3 Sample A）は p-GaNのMg:2.0～4.0×1019 

/㎤、p+-GaNのMg:3.0×1020 /㎤を狙いとしてMgを供給したが SIMS測定より狙い通り

にMgがドーピングされてないことがわかった。そこで今回は p+-GaNのMg供給量を約

3倍増加（Sample B）、また、p-GaNのMg供給量を半分減少（Sample C）させること

により駆動電圧を下げることが出来ることがわかった。この結果を元にしてNWに適用し

た結果について当日報告する。 
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Fig.1 Stacking structure 
Fig.2 I-V Characteristic of difference in Mg doping  

amount in p+-GaN 
Fig.3  I-V Characteristic of difference  

in Mg doping amount in p-GaN 
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